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SMD-4G68W 
DESCRIPTION 
 
ＳＭＤ－４Ｇ６８Ｗは、２ＧビットＤＤＲ・ＤＲＡＭ（256M x 8bit）を１８個搭載した５１２Ｍｘ７２ビット 

ＤＤＲ３・ＤＲＡＭモジュールです。 

 

FEATURES 
 

・ ２４０ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール（ピン・ピッチ 1.00ｍｍ） 

・ 基板高３０．０ｍｍ 

・ ＣＬ－ｔＲＣＤ－ｔＲＰ = ９－９－９（ＰＣ３－１０６００） 

・ １．５Ｖ±０．０７５Ｖ単一電源 

・ ８，１９２リフレッシュ／６４ｍｓ 

・ ＳＳＴＬ＿１５コンパチブル 

・ /ＣＡＳレイテンシープログラマブル 

・ ２ランク構成 

・ バッファードタイプ 

・ ＥＣＣ 

・ ＯＤＴ（オンダイ ターミネーション） 

・ ＭＰＲ（マルチパーパス レジスター） 

・ ＰＡＳＲ（プログラマブル パーシャルアレイ セルフリフレッシュ） 

・ 接続端子：電解金メッキ（ｔ≧０．７６μｍ） 

・ Ｐｂフリー、ＲｏＨＳ対応品 
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Functional Block Diagram 

4GB, 512Mx72 Module,2Rank of x8(Part 1 of 2)

S0

S1

BA[N:0]

A[N:0]

RAS

CAS

WE

CKE0

ODT0

CK0

CK0

PAR_IN

RS0A → CS0: SDRAMs D[3:0], D8
RS0B → CS0: SDRAMs D[7:4] 
RS1A → CS1: SDRAMs D[12:9], D17 

RRASB → RAS: SDRAMs D[7:4], D[16:13]

RS1B → CS1: SDRAMs D[16:13]

RBA[N:0]B  → BA[N:0]: SDRAMs D[7:4], D[16:13] 
RBA[N:0]A  → BA[N:0]: SDRAMs D[3:0], D[12:8], D17

RRASA→ RAS: SDRAMs D[3:0], D[12:8], D17

RCASB → CAS: SDRAMs D[7:4], D[16:13]
RCASA → CAS: SDRAMs D[3:0], D[12:8], D17

RWEB→ WE: SDRAMs D[7:4], D[16:13]
RWEA→ WE: SDRAMs D[3:0], D[12:8], D17

RCKE0B→ CKE0: SDRAMs D[7:4]
RCKE0A→ CKE0: SDRAMs D[3:0], D8

RODT0B → ODT0: SDRAMs D[7:4]
RODT0A → ODT0: SDRAMs D[3:0], D8

PCK0B → CK: SDRAMs D[7:4]
PCK0A → CK: SDRAMs D[3:0], D8

PCK0B→ CK: SDRAMs D[7:4]
PCK0A→ CK: SDRAMs D[3:0], D8

Err_OutOERR

RESET RST
RST: SDRAMs D[17:0] 

1:2

R
E
G
I
S
T
E
R
/
P

RCKE1B→ CKE1: SDRAMs D[16:13]
RCKE1A→ CKE1: SDRAMs D[12:9], D17

ODT1
RODT1A → ODT1: SDRAMs D[16:13]
RODT1A → ODT1: SDRAMs D[12:9], D17

CKE1

RA[N:0]B  → A[N:0]: SDRAMs D[7:4], D[16:13] 
RA[N:0]A  → A[N:0]: SDRAMs D[3:0], D[12:8], D17

PCK1B → CK: SDRAMs D[16:13]
PCK1A → CK: SDRAMs D[12:9], D17

PCK1B→ CK: SDRAMs D[16:13�„
PCK1A→ CK: SDRAMs D[12:9], D17

L
L

* S[3:2], CK1 and CK1 are NC

S[3:2] NC

120 Ω
± 5%

CK1

CK1

120Ω
±5%
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Functional Block Diagram 
 

4GB, 512Mx72 Module,2Rank of x8(Part 2 of 2)
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Note:
1. DQ-to-I/O wiring may be changed within a byte.
2. Unless otherwise noted, resistor values are 15Ω±5%
3. ZQ resistors are 240Ω±5%. For all other resistor values 
refer to the appropriate wiring diagram.
4. See the wiring diagrams for all resistors associated with the 
command, address and control bus.

VDDSPD
EVENT
SCL
SDA

SA0
SPD with

Integrated
      TS

SA1
SA2
VSS

VDDSPD

EVENT
SCL

SDA

SA0
SA1
SA2
VSS

Plan to use SPD with Integrated TS of Class B and 
might be changed on customer’s requests. For more 
details of SPD and Thermal sensor, please contact 
local Hynix sales representative


